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１．DDR4 SDRAM について 
DDR4(Double Data Rate 4)DRAM は、JEDEC(Joint 
Electron Device Engineering Council)が標準化してい
る次世代汎用 SDRAM である。2013 年現在パソコンなどに
使われている DDR3 のデータ転送速度が、ピン当たり最高
1600Mbps(1866, 2133 の規格もある)なのに対し、DDR4 は
1600Mbps から始まり 3200Mbps をターゲットにしている。
電源電圧は、DDR3 の標準品が 1.5V に対し、DDR4 は
1.2V(DDR3 同様に低電圧版も計画されている。)で、DDR3
より高速で低消費電力という特性を持っている。 
２．DDR4 メモリーモジュールについて 
DDR3 では、デスクトップ PC やサーバー用に 1mm ピッチ
240 ピンの DIMM(Dual Inline Memory Module、幅
133.35mm)とノート PC 用の 0.6mm ピッチ 204 ピンの SO-
DIMM(Small Outline - Dual Inline Memory Module、幅
67.6mm)のフォームファクターが使われてきた。DDR4 で
も同様であるが、より高速化に対応するためコネクタ部
のデータ信号数とグランド信号数の比が DDR3 では 2:1 で
あったのに対し、DDR4 では 1:1 としており総ピン数は増
え、より狭いピンピッチの採用、SO-DIMM では加えてモ
ジュール幅を 1mm 拡大している。 

 
 
 
 
 
３．DDR4 メモリーモジュールの標準化 
メモリシステムは、メモリコントローラとメモリモジュ
ールおよび伝送路で構成され、全体がある仕様内に納ま
らないと動作しない。メモリコントローラ(CPU, 
Chipset)と伝送路は半導体メーカーや機器メーカーが差
別化を図りたい分野であり標準化は困難である。 
JEDEC では、CPU/コントローラメーカー、PC メーカー、
バッファローのようなサードパーティなどが集まり、メ
モリモジュールを標準化している。 
 
 
 
 
 

これを Reference Module と呼んでいる。PC メーカーな
どは、この標準化に参画し Reference Module に対応し
た自社の製品を設計する。バッファローは、標準化の実
務を担当する Task Group および規格策定を行う JEDEC 委
員会のチェアマンを務めている。 
４．DDR4 SO-DIMM 
メモリモジュールは、PC のメモリ容量をフレキシブルに
増減(ユーザー側では、一般に増設)するのに使うので容
量(=搭載 DRAM 数)の違う複数の機種が必要になる。また
DRAM の品種も IO 数(4/8/16 bits など)や、ダイの構成
が異なったものがあるので、これに対しても複数の機種
が必要になる。JEDEC では、これらを参加会社が手分け
して開発している。以下では、バッファローが担当して
開発中の DDR4 Single Sided SO-DIMM x8 1R 3DS/DDP 
support について説明する。 
薄型のノート PC が一般化し、従来厚さの SO-DIMM では使
えないものが増えている。それを解決するために考案さ
れたのが、Single Sided(SS) SO-DIMM で部品を片面に全
て搭載するため薄くなっている。コネクタは専用のもの
を使用し全体の高さを抑える。 

 
 
     
このモジュールは片面実装で、搭載可能 DRAM 数が両面実
装の半分のため 3DS(3 Dimension Stack)または
DDP(Double Density Package)の大容量 DRAM を搭載可能
とし容量不足を補う工夫をしている。 
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Fig-1:  

代表的なメモリモジュール・フォームファクター 

Fig-2: 従来の SO-DIMM と SS SO-DIMM(数値は例) 

Fig-3: Stacked DRAM(右：DDP, 左 3DS) 
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５.部品配置/配線 
部品を片面にしか配置できず、かつ高速性を重視した配
線が必要なため制約が大きい。部品配置後、配線を進め
ながら小修正を繰り返す。 

 
 
 
このモジュールの場合、DRAM を左右に多少移動させるこ
とができるので、シミュレーションで最適な DRAM 間の配
線長を探った。 

 
 
 

 
 
 
 
シミュレーションの結果、DRAM 間の配線長をなるべく等
長にすると良いことがわかったので、Fig-4 のように
DRAM を左右に詰めて配置するのではなく、Fig-7 のよう
に、なるべく DRAM を分散させることにした。 
 

    
 
 

 
６.基板設計 
信号の接続は完了しているが配線長調整などは未完。 

 

 

 

 

 
 

 
 
７.今後の予定 
2013 年 10 月までに設計を完了し試作、評価を計画して
いる。                    以上 

Fig-4: 基本的な部品配置 

Fig-5: シミュレーション回路 

Fig-6: DRAM 間隔を変えた時の波形例 
左：DRAM 間非等長、右：DRAM 間等長 

Fig-7: 採用した DRAM 配置と目標配線長 

Fig-8:  
パターン図、層構成 
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